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(54) Zpisob zjisfovént optimélni expozice materidld citlivych na ozd¥ent

Vyndlez FeSf zpisob zjisfovént optimdln{ expozice materidld citlivfch na ozéfreni.

Materidly citlivé na ozdfeni viditelngm, ultrafialovym, mékkym rentgenovym zdlrenim
nebo elektronovym svazkem se uZivaj{ v mnoha aplikacich p¥i vyrobé nikroelektroﬁickych
souldsti. Po expozici se vyvoldnim ve vhodném roztoku odstrant neexponovené &dsti, tj.
pozitiwni{ zplsob, nebo exponované ¥dsti, tj. negatiwmit zplsob, Vzanikld odkrytd mista
Jsou pak pouZita v dal¥fch etapdch viroby.

Vhodné velikost expozice se urduje podle empirickych zkuZenosti a nemé objektiwvngj-
B{ m&ritko pro stanovenf optiméln{ ddvky zé¥eni. Tento experimentdlnf{ zplsob umoZnuje

pouze hruby odhad expozini doby a vyhodnoceni této doby lze provést po vyvoléni obraz-

ce a jeho prohlédnutf mikroskopem.

Nevghodou uvedeného zplisobu u velmi presngch obrazcd jsou dels{ expozice, které

Jsou nutné pro zajisténf sprdvného vyvoléni, ale zéroven zpisobujf sni¥en{ presnosti

vlivem rozptylu zérenf na okrajich exponovaného obrazce.

K dosaZen{ minimélnftho rozptylu je nutné sni%it tolerance rozptylu, které zdvisf
na druhu, tloudfce vrstvy i na jakosti materidlu citlivého na ozéPenf a také na dpravd

masky a podloZky.
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PFi prekrofeni optimdlni dévky ozéreni se zvysi goletanco rogptylu a sni¥i se pres-
nost obrazce. Stanoveni optimdlnt ddvky ozélrent Eopt pro expozici jeAdﬁleiité pro dosa-
fen{ mezni presnosti obrysd. ProtoZe se jednd o stenoven{ velmi malych rozd{ld v dév-
kéch zéreni, nepostadujl soulasné empirické zplsoby pro posouzeni exppsice.

Vj¥e uvedené nedostatky odstranuje zpisob gjisfovént optiméln{ expozice materidld

| citlivfch na ozérent podle vynélezu, jeho% podstatou je, Ze expozice se zjistuje na
tenké vrstvd materidlu citlivého na ozéleni o tlousfce 1 aZ 10 mm, kterd se umisti me-
2i dvéme vodivymi nebo supravodivymi elektrodami, 2 nich% alespon jedna je propustnd
viti ozéteni., Na elektrody se privddi napdti pilovitého pribshu, jehoZ emplituda Je
‘proménné od 30 do 500 mV a na toto napdt{ pilovitého pribshu se superponuje st¥fdavé si-
nusové napdti 500 aZ 5000 uV.

Je vfhodné, jestlile materidl citlivy na ozéfeni je vytvoren g kysli¥niku kovu
3. periody, s vyhodou kyslidniku hlinitého nebo kysli&niku ho!eénatdho, a ddle obsahuje
0,001 a% 5 % 1ldtky citlivé na ozéfen{, neptikled polymeru.

Vghodou zp@sobu podle vyndlezu Je, %e Je jim moZné stanovit dévku ozdreni objektive
né a rychleji ne¥ stévejfcimi zplsoby. )

Podstata vyndlezu a jeho vyhody jsou bl{%e objasniny na popisu p¥fkladu provedeni
pomoci pripojenych vykresd, na nich%

obr. 1 zndzornuje graficky snifeni plresnosti reprodukce vliivem rozptylu zéfeni na okra-

jich -exponoveného obrazce,

obr. 2 snézornuje graficky zvjlen{ tolerance rozptylu a sniZeni piesnosti obrazce pii
prekrodeni optimdlni dévky ozédleni,

obr. 3 zndzornuje zékladn{ zapojeni pro zjisfovéni optiméln{ expozice,

obr. 4 zndzornuje charakteristicky prdbéh ﬁ;% = £ /Up/ pro neexponoveny materiél citli-
v} na ozéfen{, kde I je strfdavy proud, U je stifdavé sinusové nap¥ti superpo-
novené na napdti pilovitého pribshu Up,

obr. 5 sndzornuje dva /a, b/ tyto charakteristické pribshy pro materidl exponoveny po-
lovinou optiméln{ ddvky zélent,

" obr. 6 zndzorhuje dva /a, b/ charekteristické pribdhy pro materidl exponovany optimdl-
ni dévkou zé¥eni a )

obr. 7 gnézornuje charakteristicky prdbéh pro materidl exponovany dvojnédsobnou optimdl-
ni dévkou zéleni.

P¥{tomnost i velmi malého mnoZstvi orgenickych molekul, které se nachdzi mezi dvé- -
ma vodivymi vrstvemi a vytvd¥{ izoladni vrstvu o tlouéfce 2 a 3 mm, nebo které se ne-
chdel v pFibliZn¥ stejn¥ tenké vrstvd¥ kysliZniku uspofddeného podobnd megi dvéma vodi-
vimi vrestvemi, je moZné ur¥it metodou neelastické, elektronové tunelové spektroskopie.

Podle obr. 3 jsou Adv¥ vodivé vrstvy oddélené velmi tenkou vrastvou kysliinilku kowvu



3. periody, ktery obsshuje téZ jako nefistotu molekuly materidlu éitlivého ne ozdreni,
napdjeny velmi pomalu se m¥nicim pilovitym nap&tim Up. Na toto nepétl U Je nasuperpo=-
novéno malé stif{davé napétf U, Zdznamem druhé derivace "! v zévislostl na okam¥ité
hodnotd pilovitého napé&ti U se ziskéd spektrum, které charakter1zuje Jednotlivé chemic-
ké skupiny charakteristickymi enomaliemi, obdobn&, jak je tomu v infraferveném a Rama-
novd spektru sledované ldtky. JestliZe pisobi na zkoumany materidl zd¥eni, objevi se
zména ve struktufe molekul ldtky citlivé na ozédfeni. Tatc zmdna je identifikovatelnd
vzdjemnym porovnénim spektra ldtky exponovené a ldtky neexponované.

Exponovédnim ldtky citlivé na ozéFfenf{ mohou n&které anomalie ve spektru zenikat,
jek je zndzorndno na obr. 5a, 6a, piipadn& se v jiné ¥dsti spektra mohou vytvdiet nové,
jak je zndzornénc na obdbr. 5b, 6a. Podle pribZhu spektra lze charakterizovat stav ldtky
po ozéFeni a srowndnim s teoretickym modelem zmén ldtky p¥i ozdfeni stanovit optiméint
ddvku ozéfenf podle zvolené charakteristické anomalie, kterd se vztahuje nap¥{klad k dru-
hu vazby. Zvyaovénim ddvky ozéleni se min{ velikost této anomalie aZ do okam¥iku, kdy
prislusné skupiny jsou provdzdny. Dal3f zvySovédn{ ddvky ozdreni miZe vést pouze k de=-
gradaci polymerové vrstvy podle obr. 7, kterd je neZddouei, '

PREDMET VYNLALEZU

1. Zptsob zjiZfovéni optiméln{ expozice materidld citlivgch na ozéfenf, vy zn a -
dujici s8se tim, %e expozice se zjistuje na tenké vrstvd materidlu citlivé-
ho na ozdreni o tlous¥ce 1 a% 10 mm, kterd se umist{ mezi dvima vodivymi nebo su-
pravodivymi elektrodemi, z nich% alespoﬁ‘jedna Jje propustnd vidi ozdreni, prilemZ
na elektrody se privéd{ napdt{f pilovitého prib&hu, jehoZ amplitude je prom&nnd od
30 do 500 mV a na toto nap&ti pilovitého pribé&hu se superponuje stiidavé sinusové
nap&t{ s amplitudou od 500 do 5000, uVv.

2. Zpisob podle bodu l, vy znadujfeci se tim, Ze se jako materidlu
citlivého na ozéfeni pouZije materidlu, vytvofeného z kysliénflku kovd 3. periody,
kter§j obsahuje ddle 0,001 a% 5 % ldtky citlivé na ozédfenf, napfiklad polymeru.

3. Zpisob podle bodu 2, vyznadujfci s8e tim, Ze se jeko materidlu citli-
vého na ozéren{ pouZije materidlu vytvoreného z kysli&nfku hlinitého.

4, Materidl podle bodu 2, vyznadugjici se tim, %e se jeko materidlu
citlivého na ozéfeni, pouZije materidlu, vytvoreného z kyslidnflku hotelnatého.
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